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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

4 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК - 2.1)

1.
Виды полупроводниковых материалов, применяемых в электронных приборах, их классификация и основные характеристики.

2.
Модель Друде-Лоренца электропроводности металлов.

3.
Принцип неопределенности Гейзенберга, уравнение Шредингера.

4.
Основы теории магнитных свойств вещества.

5.
Собственные полупроводники в зонной теории: генерация и рекомбинации электронов и дырок в собственных полупроводниках, концентрация электронов и дырок в собственных полупроводниках.

6.
Примесные полупроводники в зонной теории: генерация и рекомбинации электронов и дырок в примесных полупроводниках, концентрация электронов и дырок в примесных полупроводниках.

7.
Понятие о волновом векторе, зонах Бриллюэна и структуре энергетических зон полупроводников.

8.
Понятие эффективной массы носителя заряда в кристалле.

9.
Концентрация электронов и дырок в собственном полупроводнике. Уровень Ферми в собственном полупроводнике.

10.
Концентрация электронов и дырок в примесных полупроводниках. Уровень Ферми в примесных полупроводниках
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК - 2.2)

1. Кристаллические структуры материалов: Типы кристаллических решеток,  определение направлений и плоскостей в кристаллах.

2. Типы химической связи в кристаллических структурах.

3. Влияние кристаллической структуры материалов на работу полупроводниковых приборов.

4. Дефекты кристаллического строения материалов.

5. Влияние дефектов кристаллической структуры на работу полупроводниковых приборов.

6. Виды полупроводниковых материалов, их классификация и основные характеристики.

7. Модель Друде-Лоренца электропроводности металлов.

8. Движение носителей заряда в полупроводниках механизмы дрейфа и диффузии.

9. Зависимость подвижности электрона от напряженности электрического поля.

10. Работа выхода. Контактная разность потенциалов в металлах.

11. Переходы металл-полупроводник: Вольт-амперная характеристика выпрямляющего перехода металл-полупроводник.

12. Переходы металл-полупроводник: Ширина потенциального барьера выпрямляющего перехода металл-полупроводник.

13. Явление ядерного магнитного резонанса и приборы, использующие данное явление.

14. Туннельный эффект и приборы, основанные на туннельном эффекте.

15. Контактная разность потенциалов и приборы, использующие данное явление.

16. Влияние температуры на работу полупроводниковых приборов с точки зрения зонной теории твердого тела.

17. Энергетические уровни и квантовые числа атомов. Использование квантовой теории вещества в приборах.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК - 2.3)

	1. 
	Определить скорость дрейфа электронов в кристалле длиной 1 см, к которому приложено внешнее напряжение 1 В, если заряд электрона [image: image1.wmf]Кл

10

6

,

1

19

-

×

=

e

q

, время свободного пробега [image: image2.wmf]с

10

7

,

1

12

с

-

×

=

t

, масса электрона [image: image3.wmf]кг

10

1

.

9

31

-

×

=

e

m

. Указать размерность результата.

	2. 
	Оценить время свободного пробега электрона в металле, если удельное сопротивление металла [image: image4.wmf]м
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	3. 
	Определить величину неопределенности измерения координаты микрочастицы с длиной волны де Бройля [image: image8.wmf]м
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	4. 
	Определить коэффициент прозрачности прямоугольного потенциального барьера высотой 6 эВ и шириной [image: image10.wmf]м
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	5. 
	Определить радиус орбиты электрона в атоме водорода, если его главное квантовое число равно 2. Масс электрона [image: image14.wmf]кг
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, заряд ядра принять равным по модулю заряду электрона [image: image15.wmf]Кл
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	6. 
	Определить орбитальный магнитный момент электрона в атоме водорода, который соответствует главному квантовому числу 3. Масса электрона [image: image18.wmf]кг
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	7. 
	Определить вероятность занятия электроном энергетического уровня с энергией 0,8 эВ, при распределении Ферми-Дирака, если энергия Ферми равна 0,6 эВ, температура полупроводника [image: image22.wmf]С
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	8. 
	Определить величину энергии Ферми для собственного полупроводника (в эВ), если ширина запрещенной зоны равна 0,74 эВ, температура полупроводника [image: image25.wmf]С
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	9. 
	Определить, во сколько раз изменится скорость электронов в кремнии, если напряженность электрического поля возрастет в 10 раз. Начальное значение напряженности [image: image29.wmf]м
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	10. 
	Определить, при какой температуре в кремнии n-типа собственная концентрация электронов сравняется с концентрацией электронов, отданных пятивалентной донорной примесью, если концентрация  примеси [image: image32.wmf]3
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	11. 
	Определить ширину запрещенной зоны собственного полупроводника, если при температуре 
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	12. 
	Рассчитать, во сколько раз увеличится  число носителей заряда в собственном полупроводнике при повышении температуры полупроводника от [image: image44.wmf]С
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	13. 
	Рассчитать, во сколько раз увеличится концентрация электронов в полупроводнике n-типа, при повышении его температуры от [image: image49.wmf]С
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5 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК - 2.1)

1. Контактная разность потенциалов в равновесном p-n-переходе. Причины возникновения, вывод уравнений для определения контактной разности потенциалов.

2. Ширина p-n-перехода в равновесном состоянии. Вывод уравнений для определения ширины идеального p-n-перехода в равновесном состоянии.

3. Влияние внешнего напряжения на p-n-переход. Прямое и обратное смещение p-n-перехода. Вольт-амперная характеристика идеального р-n-перехода.

4. Контактная разность потенциалов p-n-перехода, характеристики потенциального барьера.

5. Статическая вольт-амперная характеристика р-n-перехода. Вывод уравнения ВАХ.

6. Пробой p-n-перехода. Виды пробоя. Условия пробоя. Уравнение для напряжения пробоя.

7. Динамические характеристики p-n-перехода. Барьерная емкость p-n-перехода.

8. Динамические характеристики p-n-перехода. Диффузионная емкость p-n-перехода.

9. Гетеропереходы. Виды гетеропереходов, особенности вольт-амперной характеристики гетеропереходов.

10. Выпрямительные диоды. Структура, принцип действия, основные характеристики, область применения.

11. Диоды с накоплением заряда. Структура, принцип действия, основные характеристики, область применения.

12. Лавинно-пролетные диоды. Структура, принцип действия, основные характеристики, область применения.

13. Диоды Ганна. Структура, принцип действия, основные характеристики, область применения.

14. p-i-n-диоды. Структура, принцип действия, основные характеристики, область применения.

15. Стабилитроны и стабисторы. Структура, принцип действия, основные характеристики, область применения.

16. Туннельные и обращенные диоды. Структура, принцип действия, основные характеристики, область применения.

17. Варикапы. Структура, принцип действия, основные характеристики, область применения.

18. Фотодиоды. Структура, принцип действия, основные характеристики, область применения.

19. Светодиоды. Структура, принцип действия, основные характеристики, область применения.

20. Структура и принцип действия биполярного транзистора. Основные характеристики биполярного транзистора.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК - 2.2)

	1. 
	Определить, во сколько раз возрастет плотность тока насыщения перехода Шоттки при увеличении его температуры от 25 °С до 85 °С, если контактная разность потенциалов [image: image57.wmf]В
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	2. 
	Определить плотность тока насыщения перехода Шоттки, если температура перехода равна 25 °С, контактная разность потенциалов [image: image62.wmf]В
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	3. 
	Определить величину контактной разности потенциалов p-n-перехода при температуре 
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	4. 
	Определить плотность тока насыщения p-n перехода, если концентрация акцепторной примеси [image: image73.wmf]3
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	5. 
	Определить ширину потенциального барьера в p-n переходе при обратном напряжении 0,6 В, если [image: image80.wmf]-3
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	6. 
	Определить прямое падение напряжения на идеальном диоде, если через него протекает ток 1А, температура диода [image: image86.wmf]C
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	7. 
	Определить максимальную напряженность электрического поля в p-n-переходе при обратном напряжении 30 В, если концентрация донорной примеси в n-области [image: image90.wmf]3
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК - 2.3)

1. Вывод уравнения для коэффициента передачи биполярного транзистора как функции физических параметров полупроводниковой структуры.

2. Модель Эберса-Молла биполярного транзистора.

3. Понятие о схемах включения биполярного транзистора. Характеристики биполярного транзистора в различных схемах включения.

4. Инерционные свойства биполярного транзистора в схемах «общий эмиттер» и «общая база»

5. Параметры биполярного транзистора в режиме малого сигнала.

6. Однопереходные транзисторы. Основные характеристики, области применения, принцип действия. //вопрос для самостоятельного изучения

7. Полевые транзисторы с p-n-переходом. Структура, принцип действия, основные характеристики.

8. Вывод уравнения для вольт-амперной характеристики полевого транзистора с p-n-переходом как функции физических параметров полупроводниковой структуры.

9. МДП-конденсатор. Структура, зависимость накапливаемого заряда от приложенного напряжения и свойств полупроводниковой структуры.

10. Полевые транзисторы с изолированным затвором. Структура, принцип действия, основные характеристики.

11. Вывод уравнения для вольт-амперной характеристики полевого транзистора с изолированным затвором как функции физических параметров полупроводниковой структуры.

	1. 
	Определить величину напряженности внутреннего электрического поля в p-n-переходе с экспоненциальным распределением примеси в базе, если концентрация примеси на длине 100 нм изменяется в 
[image: image95.wmf]e

 раз. При расчете принять температуру перехода равной 30 °C, заряд электрона  – 
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	2. 
	Определить среднее время жизни неосновных носителей заряда в базе диода, если при прямом токе через диод 
[image: image97.wmf]А
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[image: image98.wmf]нс
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	3. 
	Определить  толщину области дрейфа лавинно-пролетного диода, если частота генерации в пролетном режиме составляет 40 ГГц, скорость насыщения в материале диода равна 107 см/c.

	4. 
	Определить подвижность электронов в i-области p-i-n-диода, если подвижность электронов в 2,9 раз больше подвижности дырок, среднее время жизни носителей заряда составляет 10 нс, толщина i-области равна 1500 нм, и при прямом токе через диод 1 мА его сопротивление равно 2,5 Ом.

	5. 
	Определить величину сопротивления, которое необходимо включить последовательно с туннельным диодом, для того, чтобы обеспечить его переключение в состояние с большим падением напряжения при входном напряжении 5 В, если ток пика равен 5 мА, ток впадины – 0,1 мА, напряжение пика – 0,2 В, напряжение впадины – 0,6 В.

	6. 
	Определить величину коэффициента переноса биполярного транзистора, если толщина базы составляет 5 мкм, диффузионная длина неосновных носителей заряда в базе равна 120 мкм.

	7. 
	Определить величину эффективности эмиттера биполярного транзистора, если толщина базы составляет 5 мкм, диффузионная длина основных носителей заряда в базе равна 200 мкм, концентрация носителей заряда в базе в 1000 раз меньше, чем в эмиттере, а коэффициент диффузии основных носителей заряда в базе в 2,5 раза больше, чем неосновных.

	8. 
	Определить напряжение отсечки кремниевого полевого транзистора с p-n-переходом, если относительная диэлектрическая проницаемость кремния 
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	9. 
	Определить толщину базы биполярного p-n-p транзистора, если коэффициент передачи тока 
[image: image104.wmf]80
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	10. 
	Определить прямое падение напряжения на переходе база-эмиттер биполярного транзистора, если тепловой ток эмиттера 
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	11. 
	Оценить время переключения биполярного p-n-p транзистора в схеме с общей базой при температуре 
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	12. 
	Оценить время переключения биполярного p-n-p–транзистора в схеме с общим эмиттером при температуре 
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	13. 
	Рассчитать частоту генерации схемы на однопереходном транзисторе, если сопротивление в цепи эмиттера R=6 КОм, емкость в цепи эмиттера С=0,1 мкФ, сопротивление rб1 = 780 Ом, сопротивление rб2 = 1,2 КОм, напряжение питания – 9 В, прямое падение напряжения на переходе база-эмиттер – 0,6 В.

	14. 
	Определить величину граничного заряда идеального МДП-конденсатора с подложной p-типа, если к нему приложено напряжение 
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	15. 
	Определить величину фототока фотодиода с площадью 
[image: image128.wmf]2
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	16. 
	Определить величину напряжения холостого хода фотодиода, если тепловой потенциал равен 26 мВ, скорость фотогенерации 
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ф

с

03

,

0

=

G

, коэффициенты диффузии электронов и дырок 
[image: image136.wmf]с

/

см

150

2

=

n

D

, 
[image: image137.wmf]с

/

см

50

2

=

р

D

 
[image: image138.wmf]3

10

10

-

=

см

N

d

, 
[image: image139.wmf]3

8

10

-

=

см

N

a

, 
[image: image140.wmf]с

10

4

-

=

t

=

t

р

n

.

	17. 
	Определить величину тока стока полевого транзистора с изолированным затвором и индуцированным каналом n-типа, если напряжение затвор-исток в два раза превышает пороговое 
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	18. 
	На сколько процентов сдвинется максимум излучения светодиода с длиной волны 400 нм при увеличении его температуры от -15° С до 80° С.

	19. 
	Определить сопротивление фоторезистора при мощности падающего оптического излучения 1 мВт, если площадь его поверхности равна 6 мм2, толщина полупроводника фоторезистора равна 10 мкм, длина 3 мм, длина волны падающего излучения равна 560 нм, 
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3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

4 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК - 2.1)

1.
Виды полупроводниковых материалов, применяемых в электронных приборах, их классификация и основные характеристики.

2.
Модель Друде-Лоренца электропроводности металлов.

3.
Принцип неопределенности Гейзенберга, уравнение Шредингера.

4.
Основы теории магнитных свойств вещества.

5.
Собственные полупроводники в зонной теории: генерация и рекомбинации электронов и дырок в собственных полупроводниках, концентрация электронов и дырок в собственных полупроводниках.

6.
Примесные полупроводники в зонной теории: генерация и рекомбинации электронов и дырок в примесных полупроводниках, концентрация электронов и дырок в примесных полупроводниках.

7.
Понятие о волновом векторе, зонах Бриллюэна и структуре энергетических зон полупроводников.

8.
Понятие эффективной массы носителя заряда в кристалле.

9.
Концентрация электронов и дырок в собственном полупроводнике. Уровень Ферми в собственном полупроводнике.

10.
Концентрация электронов и дырок в примесных полупроводниках. Уровень Ферми в примесных полупроводниках
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК - 2.2)

1. Кристаллические структуры материалов: Типы кристаллических решеток,  определение направлений и плоскостей в кристаллах.

2. Типы химической связи в кристаллических структурах.

3. Влияние кристаллической структуры материалов на работу полупроводниковых приборов.

4. Дефекты кристаллического строения материалов.

5. Влияние дефектов кристаллической структуры на работу полупроводниковых приборов.

6. Виды полупроводниковых материалов, их классификация и основные характеристики.

7. Модель Друде-Лоренца электропроводности металлов.

8. Движение носителей заряда в полупроводниках механизмы дрейфа и диффузии.

9. Зависимость подвижности электрона от напряженности электрического поля.

10. Работа выхода. Контактная разность потенциалов в металлах.

11. Переходы металл-полупроводник: Вольт-амперная характеристика выпрямляющего перехода металл-полупроводник.

12. Переходы металл-полупроводник: Ширина потенциального барьера выпрямляющего перехода металл-полупроводник.

13. Явление ядерного магнитного резонанса и приборы, использующие данное явление.

14. Туннельный эффект и приборы, основанные на туннельном эффекте.

15. Контактная разность потенциалов и приборы, использующие данное явление.

16. Влияние температуры на работу полупроводниковых приборов с точки зрения зонной теории твердого тела.

17. Энергетические уровни и квантовые числа атомов. Использование квантовой теории вещества в приборах.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК - 2.3)

	1. 
	Определить скорость дрейфа электронов в кристалле длиной 1 см, к которому приложено внешнее напряжение 1 В, если заряд электрона [image: image154.wmf]Кл
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	2. 
	Оценить время свободного пробега электрона в металле, если удельное сопротивление металла [image: image157.wmf]м

Ом

10

1

,

3

9

×

´

»

r

-

, заряд электрона [image: image158.wmf]Кл

10

602

,

1

19

-

´

=

q
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	3. 
	Определить величину неопределенности измерения координаты микрочастицы с длиной волны де Бройля [image: image161.wmf]м
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	4. 
	Определить коэффициент прозрачности прямоугольного потенциального барьера высотой 6 эВ и шириной [image: image163.wmf]м
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	5. 
	Определить радиус орбиты электрона в атоме водорода, если его главное квантовое число равно 2. Масс электрона [image: image167.wmf]кг
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	6. 
	Определить орбитальный магнитный момент электрона в атоме водорода, который соответствует главному квантовому числу 3. Масса электрона [image: image171.wmf]кг
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	7. 
	Определить вероятность занятия электроном энергетического уровня с энергией 0,8 эВ, при распределении Ферми-Дирака, если энергия Ферми равна 0,6 эВ, температура полупроводника [image: image175.wmf]С
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	8. 
	Определить величину энергии Ферми для собственного полупроводника (в эВ), если ширина запрещенной зоны равна 0,74 эВ, температура полупроводника [image: image178.wmf]С
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	9. 
	Определить, во сколько раз изменится скорость электронов в кремнии, если напряженность электрического поля возрастет в 10 раз. Начальное значение напряженности [image: image182.wmf]м
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	10. 
	Определить, при какой температуре в кремнии n-типа собственная концентрация электронов сравняется с концентрацией электронов, отданных пятивалентной донорной примесью, если концентрация  примеси [image: image185.wmf]3
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	11. 
	Определить ширину запрещенной зоны собственного полупроводника, если при температуре 
[image: image191.wmf]C
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 эффективная концентрация носителей заряда в зоне проводимости [image: image192.wmf]3
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	12. 
	Рассчитать, во сколько раз увеличится  число носителей заряда в собственном полупроводнике при повышении температуры полупроводника от [image: image197.wmf]С
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	13. 
	Рассчитать, во сколько раз увеличится концентрация электронов в полупроводнике n-типа, при повышении его температуры от [image: image202.wmf]С
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5 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК - 2.1)

1. Контактная разность потенциалов в равновесном p-n-переходе. Причины возникновения, вывод уравнений для определения контактной разности потенциалов.

2. Ширина p-n-перехода в равновесном состоянии. Вывод уравнений для определения ширины идеального p-n-перехода в равновесном состоянии.

3. Влияние внешнего напряжения на p-n-переход. Прямое и обратное смещение p-n-перехода. Вольт-амперная характеристика идеального р-n-перехода.

4. Контактная разность потенциалов p-n-перехода, характеристики потенциального барьера.

5. Статическая вольт-амперная характеристика р-n-перехода. Вывод уравнения ВАХ.

6. Пробой p-n-перехода. Виды пробоя. Условия пробоя. Уравнение для напряжения пробоя.

7. Динамические характеристики p-n-перехода. Барьерная емкость p-n-перехода.

8. Динамические характеристики p-n-перехода. Диффузионная емкость p-n-перехода.

9. Гетеропереходы. Виды гетеропереходов, особенности вольт-амперной характеристики гетеропереходов.

10. Выпрямительные диоды. Структура, принцип действия, основные характеристики, область применения.

11. Диоды с накоплением заряда. Структура, принцип действия, основные характеристики, область применения.

12. Лавинно-пролетные диоды. Структура, принцип действия, основные характеристики, область применения.

13. Диоды Ганна. Структура, принцип действия, основные характеристики, область применения.

14. p-i-n-диоды. Структура, принцип действия, основные характеристики, область применения.

15. Стабилитроны и стабисторы. Структура, принцип действия, основные характеристики, область применения.

16. Туннельные и обращенные диоды. Структура, принцип действия, основные характеристики, область применения.

17. Варикапы. Структура, принцип действия, основные характеристики, область применения.

18. Фотодиоды. Структура, принцип действия, основные характеристики, область применения.

19. Светодиоды. Структура, принцип действия, основные характеристики, область применения.

20. Структура и принцип действия биполярного транзистора. Основные характеристики биполярного транзистора.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК - 2.2)

	1. 
	Определить, во сколько раз возрастет плотность тока насыщения перехода Шоттки при увеличении его температуры от 25 °С до 85 °С, если контактная разность потенциалов [image: image210.wmf]В
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	2. 
	Определить плотность тока насыщения перехода Шоттки, если температура перехода равна 25 °С, контактная разность потенциалов [image: image215.wmf]В
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	3. 
	Определить величину контактной разности потенциалов p-n-перехода при температуре 
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	4. 
	Определить плотность тока насыщения p-n перехода, если концентрация акцепторной примеси [image: image226.wmf]3
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	5. 
	Определить ширину потенциального барьера в p-n переходе при обратном напряжении 0,6 В, если [image: image233.wmf]-3
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	6. 
	Определить прямое падение напряжения на идеальном диоде, если через него протекает ток 1А, температура диода [image: image239.wmf]C
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	7. 
	Определить максимальную напряженность электрического поля в p-n-переходе при обратном напряжении 30 В, если концентрация донорной примеси в n-области [image: image243.wmf]3
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК - 2.3)

1. Вывод уравнения для коэффициента передачи биполярного транзистора как функции физических параметров полупроводниковой структуры.

2. Модель Эберса-Молла биполярного транзистора.

3. Понятие о схемах включения биполярного транзистора. Характеристики биполярного транзистора в различных схемах включения.

4. Инерционные свойства биполярного транзистора в схемах «общий эмиттер» и «общая база»

5. Параметры биполярного транзистора в режиме малого сигнала.

6. Однопереходные транзисторы. Основные характеристики, области применения, принцип действия. //вопрос для самостоятельного изучения

7. Полевые транзисторы с p-n-переходом. Структура, принцип действия, основные характеристики.

8. Вывод уравнения для вольт-амперной характеристики полевого транзистора с p-n-переходом как функции физических параметров полупроводниковой структуры.

9. МДП-конденсатор. Структура, зависимость накапливаемого заряда от приложенного напряжения и свойств полупроводниковой структуры.

10. Полевые транзисторы с изолированным затвором. Структура, принцип действия, основные характеристики.

11. Вывод уравнения для вольт-амперной характеристики полевого транзистора с изолированным затвором как функции физических параметров полупроводниковой структуры.

	1.
	Определить величину напряженности внутреннего электрического поля в p-n-переходе с экспоненциальным распределением примеси в базе, если концентрация примеси на длине 100 нм изменяется в 
[image: image248.wmf]e

 раз. При расчете принять температуру перехода равной 30 °C, заряд электрона  – 
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	1. 
	Определить среднее время жизни неосновных носителей заряда в базе диода, если при прямом токе через диод 
[image: image250.wmf]А
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, обратный ток диода в течении 
[image: image251.wmf]нс
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 держится на уровне 
[image: image252.wmf]А
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	2. 
	Определить  толщину области дрейфа лавинно-пролетного диода, если частота генерации в пролетном режиме составляет 40 ГГц, скорость насыщения в материале диода равна 107 см/c.

	3. 
	Определить подвижность электронов в i-области p-i-n-диода, если подвижность электронов в 2,9 раз больше подвижности дырок, среднее время жизни носителей заряда составляет 10 нс, толщина i-области равна 1500 нм, и при прямом токе через диод 1 мА его сопротивление равно 2,5 Ом.

	4. 
	Определить величину сопротивления, которое необходимо включить последовательно с туннельным диодом, для того, чтобы обеспечить его переключение в состояние с большим падением напряжения при входном напряжении 5 В, если ток пика равен 5 мА, ток впадины – 0,1 мА, напряжение пика – 0,2 В, напряжение впадины – 0,6 В.

	5. 
	Определить величину коэффициента переноса биполярного транзистора, если толщина базы составляет 5 мкм, диффузионная длина неосновных носителей заряда в базе равна 120 мкм.

	6. 
	Определить величину эффективности эмиттера биполярного транзистора, если толщина базы составляет 5 мкм, диффузионная длина основных носителей заряда в базе равна 200 мкм, концентрация носителей заряда в базе в 1000 раз меньше, чем в эмиттере, а коэффициент диффузии основных носителей заряда в базе в 2,5 раза больше, чем неосновных.

	7. 
	Определить напряжение отсечки кремниевого полевого транзистора с p-n-переходом, если относительная диэлектрическая проницаемость кремния 
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	8. 
	Определить толщину базы биполярного p-n-p транзистора, если коэффициент передачи тока 
[image: image257.wmf]80
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	9. 
	Определить прямое падение напряжения на переходе база-эмиттер биполярного транзистора, если тепловой ток эмиттера 
[image: image259.wmf]мкА
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	10. 
	Оценить время переключения биполярного p-n-p транзистора в схеме с общей базой при температуре 
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	11. 
	Оценить время переключения биполярного p-n-p–транзистора в схеме с общим эмиттером при температуре 
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	12. 
	Рассчитать частоту генерации схемы на однопереходном транзисторе, если сопротивление в цепи эмиттера R=6 КОм, емкость в цепи эмиттера С=0,1 мкФ, сопротивление rб1 = 780 Ом, сопротивление rб2 = 1,2 КОм, напряжение питания – 9 В, прямое падение напряжения на переходе база-эмиттер – 0,6 В.

	13. 
	Определить величину граничного заряда идеального МДП-конденсатора с подложной p-типа, если к нему приложено напряжение 
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	14. 
	Определить величину фототока фотодиода с площадью 
[image: image281.wmf]2
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	15. 
	Определить величину напряжения холостого хода фотодиода, если тепловой потенциал равен 26 мВ, скорость фотогенерации 
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	16. 
	Определить величину тока стока полевого транзистора с изолированным затвором и индуцированным каналом n-типа, если напряжение затвор-исток в два раза превышает пороговое 
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	17. 
	На сколько процентов сдвинется максимум излучения светодиода с длиной волны 400 нм при увеличении его температуры от -15° С до 80° С.

	18. 
	Определить сопротивление фоторезистора при мощности падающего оптического излучения 1 мВт, если площадь его поверхности равна 6 мм2, толщина полупроводника фоторезистора равна 10 мкм, длина 3 мм, длина волны падающего излучения равна 560 нм, 
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